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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　行列状に配列されていて、各々第１及び第２副画素電極を有する複数の画素電極と、
　前記第１副画素電極と接続されている複数の第１スイッチング素子と、
　前記第１スイッチング素子と接続されている複数のゲート線と、
　前記第１スイッチング素子と接続され、前記画素電極の間を通過し、データ電圧を伝達
する複数のデータ線と、
　前記画素電極とその両側に位置した前記データ線の間に配置されている第１及び第２維
持電極と、
を有し、
　前記第１及び第２維持電極は前記第１副画素電極と重畳し、前記第２副画素電極とは重
畳しない液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１副画素電極は前記第１及び第２維持電極上に位置する第１及び第２境界線を有
する、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第１副画素電極は前記第２副画素電極を囲む、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記第２副画素電極と重畳し、前記第１副画素電極とは重畳しない第３維持電極をさら
に有する、請求項１に記載の液晶表示装置。
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【請求項５】
　前記第２副画素電極と接続されており、前記第３維持電極と重畳する導電体をさらに有
する、請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記導電体は、前記第３維持電極上に位置し、互いに対向する一対の境界線を有する、
請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第２副画素電極、前記ゲート線及び前記データ線に接続されている第２スイッチン
グ素子をさらに有し、
　各画素の第１及び第２副画素電極に印加されるデータ電圧の大きさは互いに異なり、１
つの映像情報から得られる、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第２副画素電極は、所定の階調に対して前記第１副画素電極より高いデータ電圧の
印加を受ける、請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記第２副画素電極に対するデータ電圧の印加終点は、前記第１副画素電極に対するデ
ータ電圧の印加終点より遅い、請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記第１副画素電極の面積は前記第２副画素電極の面積より大きい、請求項８に記載の
液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記第２副画素電極と重畳し、前記第１副画素電極とは重畳しない第３維持電極をさら
に有する、請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記第２スイッチング素子は、前記ゲート線と接続されているゲート電極、前記データ
線と接続されているソース電極及び前記第２副画素電極と接続されているドレイン電極を
有し、
　前記ドレイン電極は、前記第３維持電極と重畳し、前記第３維持電極との距離が前記第
２副画素電極より近い拡張部を有する、請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記ドレイン電極の拡張部は、前記第３維持電極上に位置し、互いに対向する一対の境
界線を有する、請求項１２に記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記第１副画素電極と前記第２副画素電極は容量性結合されている、請求項１に記載の
液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記第１スイッチング素子は、前記ゲート線と接続されているゲート電極、前記データ
線と接続されているソース電極及び前記第１副画素電極と接続されているドレイン電極を
有し、
　前記ドレイン電極は前記第２副画素電極と重畳する結合電極を有する、請求項１４に記
載の液晶表示装置。
【請求項１６】
　前記容量性結合によって前記第２副画素電極に誘導される電圧は、所定電圧に対して前
記第１副画素電極の電圧より低い、請求項１４に記載の液晶表示装置。
【請求項１７】
　前記第２副画素電極の面積は前記第１副画素電極の面積より大きい、請求項１６に記載
の液晶表示装置。
【請求項１８】
　前記第１及び第２副画素電極は自身と接続されたゲート線と重畳しない、請求項１に記
載の液晶表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、現在、最も広く使用されている平板表示装置のうちの１つであって、
画素電極と共通電極など電界生成電極が形成されている２枚の表示板と、その間に挿入さ
れている液晶層からなり、電界生成電極に電圧を印加して液晶層に電界を生成し、これを
通じて液晶層の液晶分子の配向を決定して入射光の偏光を制御することによって、映像を
表示する。
【０００３】
　その中でも、電界が印加されない状態で液晶分子の長軸を上下表示板に対して垂直をな
すように配列した垂直配向モード液晶表示装置は、コントラスト比が大きく広い基準視野
角実現が容易であるため、脚光を浴びている。ここで、基準視野角とは、コントラスト比
が１:１０の視野角または階調間輝度反転限界角度を意味する。
　垂直配向モード液晶表示装置において、広視野角を実現するための手段としては、電界
生成電極に切開部を形成する方法と、電界生成電極上に突起を形成する方法などがある。
切開部と突起によって液晶分子が傾斜する方向を決定することができるので、これらを用
いて液晶分子の傾斜方向をいろいろな方向に分散させることにより基準視野角を広くする
ことができる。
【０００４】
　しかし、垂直配向方式の液晶表示装置は前面視認性に比べて側面視認性が劣るという問
題点がある。例えば、切開部を備えるＰＶＡ（ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　ｖｅｒｔｉｃａｌｌ
ｙ　ａｌｉｇｎｅｄ）方式の液晶表示装置の場合には、側面に行くほど映像が明るくなっ
て、激しい場合には高い階調の間の輝度差がなくなり映像が歪んで見える場合も発生する
。
【０００５】
　このような問題点を改善するために、１つの画素を２つの副画素に分割し、２つの副画
素を容量性結合させた後、一方の副画素には直接電圧を印加し、他方の副画素には容量性
結合による電圧下降を生じさせて、２つの副画素の電圧を異にすることにより透過率を異
ならせる方法が提示された。
　一方、画素電極とデータ線の間には寄生容量が生成されて、縦縞の染みやスティッチ不
良など多様な不良が現れる。特に、ノーマリーブラック方式の液晶表示装置の場合には、
ノーマリーホワイト方式の液晶表示装置に比べてこのような不良がさらに目立つようにな
る。
【０００６】
　これを改善するために、データ線と画素電極の間に維持電極を設ける方法が提示された
（例えば、特許文献１）。
《先行技術文献》
　<特許文献>
　<特許文献１>　特開２００４－２１３０１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、このような維持電極を、前述した左右に分離された２つの副画素を有する液
晶表示装置に適用する場合、整列偏差により２つの副画素の保持容量が一定でなく変わる
ことがある。これによって、キックバック電圧と充電率に差が出て、そのためフリッカー
、残像、染みなどが生じ得る。
　そこで、本発明が目的とする技術的課題は、このような問題点を解決することである。



(4) JP 5143362 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の１つの特徴による表示装置は、行列状に配列されていて、各々第１及び第２副
画素電極を有する複数の画素電極と、前記第１副画素電極と接続されている複数の第１ス
イッチング素子と、前記第１スイッチング素子と接続されている複数のゲート線と、前記
第１スイッチング素子と接続され、前記画素電極の間を通過し、データ電圧を伝達する複
数のデータ線と、前記画素電極とその両側に位置した前記データ線の間に配置されていて
、前記第１副画素電極と重畳する第１及び第２維持電極とを有する。
【０００９】
　前記第１副画素電極は、前記第１及び第２維持電極上に位置する第１及び第２境界線を
有するように構成できる。
　前記第１副画素電極は、前記第２副画素電極を囲むように構成できる。
　前記液晶表示装置は、前記第２副画素電極と重畳し、前記第１副画素電極とは重畳しな
い第３維持電極をさらに有するように構成できる。
【００１０】
　前記液晶表示装置は、前記第２副画素電極と接続されており、前記第３維持電極との距
離が前記第２副画素電極より近く、前記第３維持電極と重畳する導電体をさらに有するよ
うに構成できる。
　前記導電体は、前記第３維持電極上に位置して互いに対向する一対の境界線を有するよ
うに構成できる。
【００１１】
　本発明の一実施形態によれば、前記第２副画素電極、前記ゲート線及び前記データ線に
接続されている第２スイッチング素子をさらに有するように構成でき、この時、各画素の
第１及び第２副画素電極に印加されるデータ電圧の大きさは互いに異なり、１つの映像情
報から得られるように構成できる。前記第２副画素電極は、所定の電圧に対して前記第１
副画素電極より高いデータ電圧の印加を受けることができ、前記第１副画素電極の面積は
前記第２副画素電極の面積より大きく構成できる。前記第２副画素電極に対するデータ電
圧の印加終点は、前記第１副画素電極に対するデータ電圧の印加終点より遅くなるように
構成できる。
【００１２】
　前記液晶表示装置は、前記第２副画素電極と重畳し、前記第１副画素電極とは重畳しな
い第３維持電極をさらに有するように構成できる。
　前記第２スイッチング素子は、前記ゲート線と接続されているゲート電極、前記データ
線と接続されているソース電極及び前記第２副画素電極と接続されているドレイン電極を
有し、前記ドレイン電極は、前記第３維持電極と重畳し、前記第３維持電極との距離が前
記第２副画素電極より近い拡張部を有するように構成できる。前記ドレイン電極の拡張部
は、前記第３維持電極上に位置して互いに対向する一対の境界線を有するように構成でき
る。
【００１３】
　本発明の他の実施形態によれば、前記第１副画素電極と前記第２副画素電極とは容量性
結合されるように構成できる。前記第１スイッチング素子は、前記ゲート線と接続されて
いるゲート電極、前記データ線と接続されているソース電極及び前記第１副画素電極と接
続されているドレイン電極を有し、前記ドレイン電極は、前記第２副画素電極と重畳する
結合電極を有するように構成できる。前記容量性結合によって前記第２副画素電極に誘導
される電圧は、所定の電圧に対して前記第１副画素電極の電圧より低くなるように構成で
き、この時、前記第２副画素電極の面積は前記第１副画素電極の面積より大きくなるよう
に構成できる。
【００１４】
　前記第１及び第２副画素電極は自身と接続されたゲート線と重畳しなくてもよい。
【発明の効果】
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【００１５】
　本発明によれば、１つの副画素を両側の維持電極と重畳させ、他の副画素電極をその内
部に形成することによって、各副画素の保持容量を一定に維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　添付図面を参照して、本発明の実施形態について、本発明の属する技術分野における通
常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は多様な
相異な形態に実現でき、ここに説明する実施形態に限定されない。
　図面において、複数の層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。明細
書全体にわたって類似した部分については同一の図面符号を付した。層、膜、領域、板な
どの部分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合だ
けでなく、その中間に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“すぐ上
に”あるとする時は、中間に他の部分がないことを意味する。
【００１７】
　図１は本発明の一実施形態による液晶表示装置のブロック図であり、図２は本発明の一
実施形態による液晶表示装置の１つの画素に対する等価回路図であり、図３は本発明の一
実施形態による液晶表示装置の１つの副画素に対する等価回路図である。
　図１に示すように、本発明の一実施形態による液晶表示装置は、液晶表示板組立体３０
０、これに接続された一対のゲート駆動部４００ａ、４００ｂ及びデータ駆動部５００、
データ駆動部５００に接続された階調電圧生成部８００、並びにこれらを制御する信号制
御部６００を有する。
【００１８】
　液晶表示板組立体３００は、等価回路的には、複数の表示信号線と、これに接続されて
ほぼ行列状に配列された複数の画素ＰＸを有する。反面、図３に示した構造を参考にすれ
ば、液晶表示板組立体３００は、互いに対向する下部及び上部表示板１００、２００と、
その間に入っている液晶層３を有する。
　表示信号線は下部表示板１００に設けられており、ゲート信号（“走査信号”とも言う
）を伝達する複数のゲート線Ｇ1a－Ｇnbと、データ信号を伝達するデータ線Ｄ1－Ｄmを有
する。ゲート線Ｇ1a－Ｇnbは、ほぼ行方向に延在して、互いにほぼ平行であり、データ線
Ｄ1－Ｄmは、ほぼ列方向に延在して、互いにほぼ平行である。
【００１９】
　図２には、表示信号線と画素の等価回路が示されているが、図面符号ＧＬａ、ＧＬｂで
示したゲート線と、図面符号ＤＬで示したデータ線以外にも、表示信号線はゲート線Ｇ1a

－Ｇnbとほぼ並んで延在した維持電極線ＳＬを有する。
　図２を参考にすれば、各画素ＰＸは一対の副画素ＰＸa、ＰＸbを有し、各副画素ＰＸａ
、ＰＸｂは、該当ゲート線ＧＬａ、ＧＬｂ及びデータ線ＤＬに接続されているスイッチン
グ素子Ｑａ、Ｑｂと、これに接続された液晶キャパシタ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ
　ｃａｐａｃｉｔｏｒ）ＣLCａ、ＣLCｂと、スイッチング素子Ｑａ、Ｑｂ及び維持電極線
ＳＬに接続されているストレージキャパシタ（ｓｔｏｒａｇｅ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ） 
ＣSTａ、ＣSTｂとを有する。ストレージキャパシタＣSTａ、ＣSTｂは必要に応じて省略す
ることができ、この場合には維持電極線ＳＬも必要ない。
【００２０】
　図３に示すように、各副画素ＰＸａ、ＰＸｂのスイッチング素子Ｑは、下部表示板１０
０に設けられた薄膜トランジスタなどでなり、ゲート線ＧＬに接続されている制御端子と
、データ線ＤＬに接続されている入力端子と、液晶キャパシタＣLC及びストレージキャパ
シタＣSTに接続されている出力端子とを有する三端子素子である。
　液晶キャパシタＣLCは、下部表示板１００の副画素電極ＰＥと上部表示板２００の共通
電極ＣＥを２つの端子とし、２つの電極ＰＥ、ＣＥの間の液晶層３は誘電体として機能す
る。副画素電極ＰＥはスイッチング素子Ｑに接続され、共通電極ＣＥは上部表示板２００
の全面に形成されており、共通電圧Ｖｃｏｍの印加を受ける。
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【００２１】
　液晶キャパシタＣLCの補助的な役割を果たすストレージキャパシタＣSTは、下部表示板
１００に設けられた維持電極線ＳＬと画素電極ＰＥが絶縁体を介在して重畳してなり、維
持電極線ＳＬには共通電圧Ｖｃｏｍなどの決められた電圧が印加される。しかし、ストレ
ージキャパシタＣSTは、副画素電極ＰＥが絶縁体を媒介としてすぐ上の前段ゲート線と重
畳して構成することができる。
【００２２】
　一方、色表示を実現するためには各画素が原色（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏｌｏｒ）のうち
の１つを固有に表示したり（空間分割）、各画素が時間によって交互に三原色を表示する
ように（時間分割）し、これら三原色の空間的、時間的合計によって所望の色相を表示す
るように構成できる。原色の例としては、赤色、緑色及び青色がある。図３は、空間分割
の一例であって、各画素が上部表示板２００の領域に原色のうちの１つの色のカラーフィ
ルタＣＦを備えている様子を示す。図３とは異なって、カラーフィルタＣＦは下部表示板
１００の副画素電極ＰＥ上または下に形成することもできる。
【００２３】
　図１に示すように、ゲート駆動部４００ａ、４００ｂは、ゲート線Ｇ1a－Ｇnbに接続さ
れて、外部からのゲートオン電圧Ｖｏｎとゲートオフ電圧Ｖｏｆｆの組み合わせからなる
ゲート信号をゲート線Ｇ1a－Ｇnbに印加する。図１には、一対のゲート駆動部４００ａ、
４００ｂが各々液晶表示板組立体３００の左右に位置し、奇数番目及び偶数番目ゲート線
Ｇ1a－Ｇnbに各々接続されている。しかし、場合によってはゲート駆動部を１つだけ設け
た構成とすることもできる。
【００２４】
　階調電圧生成部８００は、画素の透過率と関わる２つの階調電圧集合（または、基準階
調電圧集合）を生成する。２つの階調電圧集合は、１つの画素を構成する２つの副画素に
独立的に提供されるものであって、各階調電圧集合は、共通電圧Ｖｃｏｍに対して正の値
を有するものと、負の値を有するものを含む。しかし、２つの（基準）階調電圧集合の代
わりに、１つの（基準）階調電圧集合のみを生成することもできる。
【００２５】
　データ駆動部５００は、液晶表示板組立体３００のデータ線Ｄ1－Ｄmに接続され、階調
電圧生成部８００からの２つの階調電圧集合のうちの１つを選択し、選択された階調電圧
集合に属する１つの階調電圧をデータ電圧として画素に印加する。しかし、階調電圧生成
部８００が全階調に対する電圧を全て提供せず、基準階調電圧のみを提供する場合、デー
タ駆動部５００は、基準階調電圧を分圧して全体階調に対する階調電圧を生成し、この中
でデータ電圧を選択するように構成できる。
【００２６】
　ゲート駆動部４００ａ、４００ｂまたはデータ駆動部５００は、複数の駆動集積回路チ
ップの形態で液晶表示板組立体３００上に直接装着することができ、可撓性印刷回路膜（
図示せず）上に装着されて、ＴＣＰ（ｔａｐｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｐａｃｋａｇｅ）の形
態で液晶表示板組立体３００に付着される構成とすることもできる。これとは異なって、
ゲート駆動部４００ａ、４００ｂまたはデータ駆動部５００を、表示信号線Ｇ1a－Ｇnb、
Ｄ1－Ｄmと薄膜トランジスタスイッチング素子Ｑなどと共に液晶表示板組立体３００に集
積することもできる。
【００２７】
　信号制御部６００は、ゲート駆動部４００ａ、４００ｂ及びデータ駆動部５００などの
動作を制御する。
　以下、前述した液晶表示板組立体の例について、図４～図６を参照して詳細に説明する
。
　図４は本発明の一実施形態による液晶表示板組立体の配置図であり、図５及び図６は各
々図４の液晶表示板組立体をV-V'線及びVI-VI'線に沿って切断した断面図である。
【００２８】
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　図４～図６に示すように、本実施形態による液晶表示板組立体３００は、下部表示板１
００、これと対向している上部表示板２００及びこれらの間に入っている液晶層３を有す
る。
　まず、下部表示板１００について詳細に説明する。
　透明なガラスなどからなる絶縁基板１１０上に、複数対の第１及び第２ゲート線１２１
ａ、１２１ｂと、複数の維持電極線１３１が形成されている。
【００２９】
　ゲート線１２１ａ、１２１ｂは、主に横方向に延在して、物理的、電気的に互いに分離
されており、ゲート信号を伝達する。第１及び第２ゲート線１２１ａ、１２１ｂは、各々
上側及び下側に配置されており、下上に突出した複数の第１及び第２ゲート電極１２４ａ
、１２４ｂを有する。ゲート線１２１ａ、１２１ｂは、また、他の層または外部駆動回路
との接続のために面積が広く、左側または右側に配置されている端部１２９を有する。
【００３０】
　維持電極線１３１は、主に横方向に延在して、第１ゲート線１２１ａからの距離が第２
ゲート線１２１ｂからの距離とほとんど同一である。各維持電極線１３１は、複数対の第
１及び第２線状維持電極１３７ａ、１３７ｂと、第１線状維持電極１３７ａに隣接した板
状維持電極１３７ｃとを有する。維持電極１３７ａ－１３７ｂは、維持電極線１３１を中
心に下上に延在している。しかし、維持電極１３７ａ、１３７ｂ、１３７ｃを始めとする
維持電極線１３１の形状及び配置はいろいろな形態に変更することができる。
【００３１】
　ゲート線１２１と維持電極線１３１は、アルミニウム（Ａｌ）とアルミニウム合金など
アルミニウム系金属、銀（Ａｇ）と銀合金など銀系金属、銅（Ｃｕ）と銅合金など銅系金
属、モリブデン（Ｍｏ）とモリブデン合金などモリブデン系金属、クロム（Ｃｒ）、チタ
ニウム（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）などからなることが好ましい。しかし、ゲート線１２
１と維持電極線１３１は、物理的性質が異なる２つの導電膜（図示せず）を含む多重膜構
造とすることができる。このうちの１つの導電膜は、ゲート線１２１と維持電極線１３１
の信号遅延や電圧降下を低減できるように、低い比抵抗の金属、例えば、アルミニウム系
金属、銀系金属、銅系金属などで形成する。これとは異なって、他の導電膜は、異なる物
質、特にＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）及びＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉ
ｎｃ　ｏｘｉｄｅ）との接触特性に優れた物質、例えば、モリブデン系金属、クロム、チ
タニウム、タンタルなどで形成する。このような組み合わせの良い例としては、クロム下
部膜とアルミニウム上部膜、及びアルミニウム下部膜とモリブデン上部膜がある。しかし
、ゲート線１２１と維持電極線１３１は、その他にも多様な金属と導電体で作ることがで
きる。
【００３２】
　また、ゲート線１２１と維持電極線１３１の側面は、基板１１０の表面に対して傾斜し
ており、その傾斜角は約３０～８０゜である。
　ゲート線１２１ａ、１２１ｂ及び維持電極線１３１上には、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）な
どからなるゲート絶縁膜１４０が形成されている。
　前記ゲート絶縁膜１４０上には、水素化非晶質シリコン（ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｅｄ　
ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ）または多結晶シリコンなどからなる複数の島型半
導体１５４、１５６が形成されている。島型半導体１５４は第１及び第２ゲート電極１２
４ａ、１２４ｂ上に位置し、島型半導体１５６はゲート電極１２１付近のゲート線１２１
ａ、１２１ｂ部分上に位置する。
【００３３】
　半導体１５４、１５６上にはシリサイド（ｓｉｌｉｃｉｄｅ）またはｎ型不純物が高濃
度にドーピングされているｎ+水素化非晶質シリコンなどの物質で作られた複数の島型抵
抗性接触部材（ｏｈｍｉｃ　ｃｏｎｔａｃｔ）１６３、１６５、１６６が形成されている
。
　半導体１５４、１５６と抵抗性接触部材１６３、１６５、１６６の側面もまた基板１１
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０の表面に対して傾斜しており、その傾斜角は３０～８０゜である。
【００３４】
　抵抗接触部材１６３、１６５及びゲート絶縁膜１４０上には、各々複数のデータ線１７
１と複数対の第１及び第２ドレイン電極１７５ａ、１７５ｂが形成されている。
　データ線１７１は、主に縦方向に延在してゲート線１２１及び維持電極線１３１と交差
し、データ電圧を伝達する。各データ線１７１の左右には第２及び第１維持電極１３７ｂ
、１３７ａが位置し、データ線１７１はこれらと重畳せず離れている。各データ線１７１
は、第１及び第２ドレイン電極１７５ａ、１７５ｂに向かって各々延在した複数の第１及
び第２ソース電極１７３ａ、１７３ｂを有し、他の層または外部装置との接続のために幅
が拡張されている端部１７９を有する。
【００３５】
　第１ドレイン電極１７５ａは、半導体１５４の上に位置する棒状端部から出発して、ほ
ぼ横方向に短く延在し、その端部に面積が広い拡張部１７７ａを有する。第２ドレイン電
極１７５ｂは、半導体１５４上に位置した棒状端部から出発して、板状維持電極１３７ｃ
と重畳する面積が広い拡張部１７７ｂを有する。第２ドレイン電極１７５ｂの拡張部１７
７ｂは、全体が板状維持電極１３７ｃ上に位置し、特に拡張部１７７ｂの左右辺が板状維
持電極１３７ｃの左右辺と一定の距離を置いていることが好ましい。
【００３６】
　各ソース電極１７３ａ、１７３ｂは、ドレイン電極１７５ａ、１７５ｂの棒状端部を囲
むように曲がっている。第１／第２ゲート電極１２４ａ／１２４ｂ、第１／第２ソース電
極１７３ａ／１７３ｂ及び第１／第２ドレイン電極１７５ａ／１７５ｂは、半導体１５４
と共に第１／第２薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）Ｑａ／Ｑｂをなし、薄膜トランジスタＱａ
／Ｑｂのチャンネルは、第１／第２ソース電極１７３ａ／１７３ｂと第１／第２ドレイン
電極１７５ａ／１７５ｂの間の半導体１５４に形成される。
【００３７】
　データ線１７１とドレイン電極１７５ａ、１７５ｂは、クロム、モリブデン系金属、タ
ンタル及びチタニウムなど耐火性金属からなることが好ましく、耐火性金属などの下部膜
（図示せず）とその上に位置した低抵抗物質の上部膜（図示せず）からなる多層膜構造を
有することができる。多層膜構造の例としては、前述したクロム下部膜とアルミニウム上
部膜、またはアルミニウム下部膜とモリブデン上部膜の二重膜以外にも、モリブデン膜－
アルミニウム膜－モリブデン膜の三重膜がある。
【００３８】
　データ線１７１及びドレイン電極１７５ａ、１７５ｂもゲート線１２１及び維持電極線
１３１と同様に、その側面が基板１１０の表面に対して約３０～８０゜の角度で傾斜して
いる。
　抵抗性接触部材１６３、１６５、１６６は、その下部の半導体１５４、１５６と、その
上部のデータ線１７１及びドレイン電極１７５ａ、１７５ｂの間にだけ存在し、接触抵抗
を低くする役割を果たす。島型半導体１５６及び抵抗性接触部材１６６は、ゲート線１２
１ａ、１２１ｂとデータ線１７１とが重畳する部分に位置し、表面のプロファイルをスム
ースにすることによってデータ線１７１の断線を防止する。
【００３９】
　データ線１７１及びドレイン電極１７５ａ、１７５ｂと半導体１５４、１５６の露出さ
れた部分の上には保護膜１８０が形成されている。保護膜１８０は、窒化ケイ素または酸
化ケイ素からなる無機物、平坦化特性に優れて感光性を有する有機物、またはプラズマ化
学気相蒸着（ｐｌａｓｍａ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｈｅｍｉｃａｌｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ、ＰＥＣＶＤ）によって形成されるａ-Ｓｉ:Ｃ:Ｏ、ａ-Ｓｉ:Ｏ:Ｆなどの低
誘電率絶縁物質などからなる。しかし、保護膜１８０は、有機膜の優れた特性を生かしな
がらも半導体１５４の露出された部分を保護するために、下部無機膜と上部有機膜の二重
膜構造を有する構成とすることができる。
【００４０】
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　保護膜１８０には、データ線１７１の端部１７９及びドレイン電極１７５ａ、１７５ｂ
の拡張部１７７ａ、１７７ｂを各々露出する複数の接触孔１８２、１８５ａ、１８５ｂが
形成されており、保護膜１８０及びゲート絶縁膜１４０には、ゲート線１２１ａ、１２１
ｂの端部１２９ａ、１２９ｂを露出する複数の接触孔１８１ａ、１８１ｂが形成されてい
る。
【００４１】
　保護膜１８０上には、第１及び第２副画素電極１９０ａ、１９０ｂを各々有する複数の
画素電極１９０と、複数の接触補助部材８１ａ、８１ｂ、８２が形成されている。画素電
極１９０及び接触補助部材８１、８２は、ＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明導電体またはア
ルミニウムなどの反射性導電体からなる。
　第１／第２副画素電極１９０ａ／１９０ｂは、接触孔１８５ａ／１８５ｂを通じて第１
／第２ドレイン電極１７５ａ／１７５ｂと物理的・電気的に接続され、第１／第２ドレイ
ン電極１７５ａ／１７５ｂからデータ電圧の印加を受ける。
【００４２】
　データ電圧が印加された副画素電極１９０ａ、１９０ｂは、共通電極２７０と共に電場
を生成することによって、２つの電極１９０、２７０の間の液晶層３の液晶分子の配列を
決定する。
　また、前述したように、各副画素電極１９０ａ、１９０ｂと共通電極２７０は、液晶キ
ャパシタＣLCａ、ＣLCｂをなして薄膜トランジスタＱａ、Ｑｂがターンオフした後にも印
加された電圧を維持する。電圧維持能力を強化するために、液晶キャパシタＣLCａ、ＣLC

ｂと並列に接続されたストレージキャパシタＣSTａ、ＣSTｂは、第１及び第２副画素電極
１９０ａ、１９０ｂ及びこれに接続されているドレイン電極１７５ａ、１７５ｂと線状維
持電極１３７ａ、１３７ｂ、１３７ｃの重畳などにより構成される。
【００４３】
　図４に示すように、第１副画素電極１９０ａは第１及び第２線状維持電極１３７ａ、１
３７ｂと重畳し、第２副画素電極１９０ｂは板状維持電極１３７ｃ及び第２ドレイン電極
１７５ｂと重畳する。特に、第１副画素電極１９０ａの左側及び右側辺は各々第１及び第
２線状維持電極１３７ａ、１３７ｂ上に位置する。これによって、第１副画素電極１９０
ａの位置が維持電極１３７ａ、１３７ｂに対して左右に偏差が生じても、第１副画素電極
１９０ａと維持電極１３７ａ、１３７ｂがなす保持容量が一定である。また、前述したよ
うに、第２ドレイン電極１７５ｂの拡張部１７７ｂの左右辺が、板状維持電極１３７ｃの
左右辺と一定の距離を置いていることが好ましい。これによって、第２ドレイン電極１７
５ｂの位置が維持電極１３７ｃに対して左右に偏差が生じても、第２ドレイン電極１７５
ｂと維持電極１３７ｃがなす保持容量が一定である。勿論、ここに第２副画素電極１９０
ｂと維持電極１３７ｃがなす保持容量が加えられなければならないが、第２ドレイン電極
１７５ｂと維持電極１７５ｃがなす保持容量が、第２副画素電極１９０ｂと維持電極１３
７ｃがなす保持容量よりはるかに大きいため、第２副画素電極１９０ｂにかかる全体保持
容量をほぼ一定に維持することができる。
【００４４】
　１つの画素電極１９０を構成する一対の第１及び第２副画素電極１９０ａ、１９０ｂは
、間隙９４を間に置いて互いに噛み合っており、第１副画素電極１９０ａが第２副画素電
極１９０ｂをほとんど囲んでいる。
　第１副画素電極１９０ａの外側境界は、ほぼ四角形であり、中央に位置した回転した等
辺台形の中央部、ほぼ直角三角形または直角台形を有する一対の縁部、及びこれらを接続
する複数の線状接続部及び延長部を有する。第１副画素電極１９０ａの延長部は、中央部
から第２線状維持電極１３７ｂに沿って下側に延在している。第２副画素電極１９０ｂは
、中央に位置し、縦方向に長い直線部とその両端に接続されている一対の斜線部を有する
。
【００４５】
　第１及び第２副画素電極１９０ａ、１９０ｂは、維持電極線１３１に対してほぼ反転対
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称（ｉｎｖｅｒｓｉｏｎ　ｓｙｍｍｅｔｒｙ）をなす。第１副画素電極１９０ａの面積は
第２副画素電極１９０ｂの面積より大きいことが好ましく、特に第１副画素電極１９０ａ
の面積が第２副画素電極１９０ｂの面積に比べて１．５倍以上であることが視認性確保の
ためにさらに好ましい。
【００４６】
　第１ゲート線１２１ａは画素電極１９０の上側に位置し、第２ゲート線１２１ｂは画素
電極１９０の下側に位置し、画素電極１９０は第１及び第２ゲート線１２１ａ、１２１ｂ
と離れていて重畳しない。
　このような第１及び第２副画素電極１９０ａ、１９０ｂの形状は変更することができる
。
【００４７】
　接触補助部材８１ａ、８１ｂ、８２は、接触孔１８１ａ、１８１ｂ、１８２を通じてゲ
ート線１２１ａ、１２１ｂの端部１２９ａ、１２９ｂ及びデータ線１７１の端部１７９と
各々接続される。接触補助部材８１ａ、８１ｂ、８２は、ゲート線１２１ａ、１２１ｂの
端部１２９ａ、１２９ｂ及びデータ線１７１の各端部１７９と外部装置との接着性を補完
し、これらを保護する。
【００４８】
　図１に示したゲート駆動部４００ａ、４００ｂまたはデータ駆動部５００が組立体３０
０上に集積される場合には、ゲート線１２１ａ、１２１ｂまたはデータ線１７１を延長し
てこれらと直接接続することができ、この場合には、接触補助部材８１ａ、８１ｂ、８２
を、ゲート線１２１ａ、１２１ｂまたはデータ線１７１とこれら駆動部４００ａ、４００
ｂ、５００を接続するのに用いることができる。
【００４９】
　画素電極１９０及び保護膜１８０上には、液晶層を配向することができる配向膜１１が
塗布されている。
　次に、上部表示板２００について説明する。
　透明なガラスなどからなる絶縁基板２１０上に光漏れを防止するためのブラックマトリ
ックスという遮光部材２２０が形成されている。遮光部材２２０は、画素電極１９０と対
向し、画素電極１９０とほとんど同一の形状を有する複数の開口部を有している。これと
は異なって、遮光部材２２０は、データ線１７１に対応する部分と薄膜トランジスタに対
応する部分に構成することができる。しかし、遮光部材２２０は、画素電極１９０と薄膜
トランジスタＱａ、Ｑｂ付近での光漏れを遮断するために多様な形状に構成することがで
きる。
【００５０】
　基板２１０上には、また、複数のカラーフィルタ２３０が形成されている。カラーフィ
ルタ２３０は遮光部材２２０で囲まれた領域内にほとんど位置し、画素電極１９０に沿っ
て縦方向に長く延在するように構成できる。カラーフィルタ２３０は、赤色、緑色及び青
色などの原色のうちの１つを表示するように構成できる。
　カラーフィルタ２３０及び遮光部材２２０の上には、カラーフィルタ２３０が露出され
ることを防止し、平坦面を提供するための蓋膜２５０が形成されている。
【００５１】
　蓋膜２５０の上にはＩＴＯ、ＩＺＯなどの透明な導電体などからなる共通電極２７０が
形成されている。
　共通電極２７０は複数の切開部２７１－２７４集合を有する。
　１つの切開部集合２７１－２７４は、１つの画素電極１９０と対向し、一対の中央切開
部２７１、２７２と上部及び下部切開部２７３、２７４を有する。中央切開部２７１と上
部及び下部切開部２７３、２７４は第１副画素電極１９０ａと重畳し、中央切開部２７２
は第２副画素電極１９０ｂと重畳する。切開部２７１－２７４各々は、副画素電極１９０
ａ、１９０ｂの斜辺とほぼ平行に副画素電極１９０ａ、１９０ｂを横切っており、そのた
め各切開部集合２７１－２７４は少なくとも１つの斜線部を有する。１つの切開部集合２
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７１－２７４は維持電極線１３１に対してほぼ反転対称である。
【００５２】
　中央切開部２７１は、ほぼ画素電極１９０の中心から斜めに画素電極１９０の右側辺に
向かって延在した一対の斜線部、及び斜線部の各端から出発して画素電極１９０の右側辺
に沿って右側辺と重畳しながら延在し、斜線部と鈍角をなす一対の縦部を有する。
　中央切開部２７２は、ほぼ画素電極１９０の左側辺中央から下上に延在して維持電極１
３７ｃと重畳する縦部、縦部の両端から出発して斜めに画素電極１９０の右側辺に向かっ
て延在した一対の斜線部、及び斜線部の各端から出発して第２副画素電極１９０ｂの右側
辺に沿って右側辺と重畳しながら延在し、斜線部と鈍角をなす縦部を有する。
【００５３】
　切開部２７１－２７４の数は設計要素によって変わることができ、遮光部材２２０が切
開部２７１－２７４と重畳することで切開部２７１－２７４付近の光漏れを遮断すること
ができる。
　共通電極２７０上には液晶分子を配向する配向膜２１が塗布されている。
　表示板１００、２００の外側面には直交偏光板１２、２２が備えられており、２つの偏
光板１２、２２の透過軸は直交し、このうちの１つの透過軸（または吸収軸）は横方向と
並んでいる。反射型液晶表示装置の場合には、２つの偏光板１２、２２のうちの１つが省
略できる。
【００５４】
　液晶層３は負の誘電率異方性を有し、液晶分子は、電界がない場合にその長軸が２つの
表示板１００、２００の表面に対して実質的に垂直をなすように配向されている。
　共通電極２７０に共通電圧を印加し、画素電極１９０にデータ電圧を印加すれば、表示
板１００、２００の表面にほぼ垂直である電界が生成される。電極１９０、２７０の切開
部９４、２７１－２７４（便宜上、図面符号９４も切開部とする）は、このような電界を
歪曲して切開部９４、２７１－２７４の辺に対して垂直である水平成分を生成する。その
ため電界は表示板１００、２００の表面に垂直である方向に対して傾いた方向を示す。液
晶分子は電界に応答して、その長軸が電界の方向に垂直をなすように方向を変えようとす
るが、この時、切開部９４、２７１－２７４及び画素電極１９０の辺付近の電界は、液晶
分子の長軸方向と並んでおらず一定の角度をなすので、液晶分子の長軸方向と電界がなす
平面上で移動距離が短い方向に液晶分子が回転する。したがって、１つの切開部集合９４
、２７１－２７４と画素電極１９０の辺は、画素電極１９０上に位置した液晶層３部分を
液晶分子の傾く方向が異なる複数のドメインに分け、これによって基準視野角が拡大され
る。
【００５５】
　少なくとも１つの切開部２７１－２７４は、突起や陥没部に代替することができ、切開
部９４、２７１－２７４の形状及び配置は変更することができる。
　次に、このような液晶表示装置の表示動作について詳細に説明する。
　信号制御部６００は、外部のグラフィック制御器（図示せず）から入力映像信号Ｒ、Ｇ
、Ｂ及びその表示を制御する入力制御信号、例えば、垂直同期信号Ｖｓｙｎｃ、水平同期
信号Ｈｓｙｎｃ、メインクロックＭＣＬＫ、データイネーブル信号ＤＥなどの提供を受け
る。信号制御部６００の入力映像信号Ｒ、Ｇ、Ｂと入力制御信号に基づいて映像信号Ｒ、
Ｇ、Ｂを液晶表示板組立体３００の動作条件に合うように適切に処理し、ゲート制御信号
ＣＯＮＴ１及びデータ制御信号ＣＯＮＴ２などを生成した後、ゲート制御信号ＣＯＮＴ１
をゲート駆動部４００ａ、４００ｂに送出し、データ制御信号ＣＯＮＴ２と処理した映像
信号ＤＡＴをデータ駆動部５００に送出する。
【００５６】
　ゲート制御信号ＣＯＮＴ１は、走査開始を指示する走査開始信号ＳＴＶと、ゲートオン
電圧Ｖｏｎの出力時間を制御する少なくとも１つのクロック信号を含む。ゲート制御信号
ＣＯＮＴ１は、また、ゲートオン電圧Ｖｏｎの持続時間を限定する出力イネーブル信号Ｏ
Ｅを含むことができる。
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　データ制御信号ＣＯＮＴ２は、一束の画素ＰＸに対するデータの伝送を知らせる水平同
期開始信号ＳＴＨ、データ線Ｄ1－Ｄmに該当データ電圧の印加を指示するロード信号ＬＯ
ＡＤ、及びデータクロック信号ＨＣＬＫを含む。データ制御信号ＣＯＮＴ２は、また、共
通電圧Ｖｃｏｍに対するデータ電圧の極性（以下、“共通電圧に対するデータ電圧の極性
”を略して“データ電圧の極性”という）を反転させる反転信号ＲＶＳを含むことができ
る。
【００５７】
　信号制御部６００からのデータ制御信号ＣＯＮＴ２によって、データ駆動部５００は、
一束の副画素ＰＸに対する映像データＤＡＴを受信し、階調電圧生成部８００からの２つ
の階調電圧集合のうちの１つの集合を選択し、選択した階調電圧集合のうちの各映像デー
タＤＡＴに対応する階調電圧を選択することによって、映像データＤＡＴを該当データ電
圧に変換した後、これを該当データ線Ｄ1-Ｄmに印加する。
【００５８】
　これとは異なって、データ駆動部５００ではなく、別途設けられた外部の選択回路で２
つの階調電圧集合のうちのいずれか１つを選択してデータ駆動部５００に伝達したり、階
調電圧生成部８００は値が変化する基準電圧を提供し、データ駆動部５００はこれを分圧
して自ら階調電圧を生成することもできる。
　ゲート駆動部４００ａ、４００ｂは、信号制御部６００からのゲート制御信号ＣＯＮＴ
１によって、ゲートオン電圧Ｖｏｎをゲート線Ｇ1a－Ｇnbに印加して、このゲート線Ｇ1a

－Ｇnbに接続されたスイッチング素子Ｑａ、Ｑｂを導通させる。これによって、データ線
Ｄ1－Ｄmに印加されたデータ電圧が、導通したスイッチング素子Ｑａ、Ｑｂを介して該当
副画素ＰＸａ、ＰＸｂに印加される。
【００５９】
　副画素ＰＸａ、ＰＸｂに印加されたデータ電圧と共通電圧Ｖｃｏｍの差は、液晶キャパ
シタＣLCａ、ＣLCｂの充電電圧、つまり、画素電圧として現れる。液晶分子は、画素電圧
の大きさに応じてその配列を異にし、そのため液晶層３を通過する光の偏光が変化する。
このような偏光の変化は表示板１００、２００に付着された偏光板１２、２２によって光
の透過率変化として現れる。
【００６０】
　前述した２つの階調電圧集合は、図７に示したように、互いに異なるガンマ曲線Ｔａ、
Ｔｂを示し、これらが１つの画素ＰＸの２つの副画素ＰＸａ、ＰＸｂに印加されるので、
１つの画素ＰＸのガンマ曲線は、これらを合成した曲線Ｔとなる。２つの階調電圧集合を
決定する際には、合成ガンマ曲線Ｔが正面での基準ガンマ曲線に近くなるようにし、例え
ば、正面での合成ガンマ曲線Ｔは、最も適するように決められた正面での基準ガンマ曲線
と一致するようにし、側面での合成ガンマ曲線Ｔは正面での基準ガンマ曲線と最も近くな
るようにする。例えば、下方向に位置したガンマ曲線を低階調でさらに低くすれば、さら
に視認性を向上することができる。
【００６１】
　但し、充電を容易にするために、第１副画素電極１９０ａに印加される電圧が第２副画
素電極１９０ｂに印加される電圧より低くなるように選択し、２つのゲート線１２１ａ、
１２１ｂにゲートオン電圧を印加する時間をある程度重畳することで、不足した充電時間
を増やすことができる。
　１水平周期（または“１Ｈ”）[水平同期信号Ｈｓｙｎｃ及びデータイネーブル信号Ｄ
Ｅの一周期]を単位として、データ駆動部５００とゲート駆動部４００ａ、４００ｂは同
一の動作を繰り返す。このような方式で、１フレーム期間中、全ゲート線Ｇ1a-Ｇnbに対
して、順にゲートオン電圧Ｖｏｎを印加して全画素にデータ電圧を印加する。１フレーム
が終了すれば、次のフレームが開始し、各画素に印加されるデータ電圧の極性が直前フレ
ームでの極性と逆になるように、データ駆動部５００に印加される反転信号ＲＶＳの状態
が制御される（フレーム反転）。この時、１フレーム期間内であっても反転信号ＲＶＳの
特性に応じて、１つのデータ線を介して流れるデータ電圧の極性が変わったり（例：行反
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転、ドット反転）、隣接データ線を介して同時に流れるデータ電圧の極性も互いに異なる
ように構成できる（例：列反転、ドット反転）。
【００６２】
　図８及び図９を参照して、本発明の他の実施形態による液晶表示装置について説明する
。
　図８は本発明の他の実施形態による液晶表示装置の配置図であり、図９は図８に示した
液晶表示装置の等価回路図である。
　図８及び図９に示すように、本実施形態による液晶表示装置において、各画素ＰＸは一
対の副画素ＰＸａ、ＰＸｂとこれらの間に接続されている結合キャパシタＣｃｐを有する
。副画素ＰＸａは、スイッチング素子Ｑ、液晶キャパシタＣLCａ及びストレージキャパシ
タＣSTａを有し、副画素ＰＸｂは、液晶キャパシタＣLCｂのみを有する。
【００６３】
　図８を参考にすれば、本実施形態による液晶表示装置も、下部表示板、これと対向して
いる上部表示板、及びこれらの間に入っている液晶層（図示せず）を有する。
　本実施形態による表示板の層状構造は、図４～図６に示した表示板とほとんど同一なの
で、別途に図示しない。
　薄膜トランジスタ表示板について説明すると、ゲート電極１２４を含む複数のゲート線
１２１、及び線状維持電極１３３ａ、１３３ｂを含む複数の維持電極線１３１が基板１１
０上に形成されており、その上にゲート絶縁膜１４０、複数の半導体１５４、複数の島型
抵抗性接触部材（図示せず）が順に形成されている。ソース電極１７３を有する複数のデ
ータ線１７１と複数のドレイン電極１７５が抵抗性接触部材上に形成されており、保護膜
１８０がその上に形成されている。保護膜１８０には複数の接触孔１８５が形成されてい
る。保護膜１８０上には副画素電極１９０ａ、１９０ｂを含む複数の画素電極１９０が形
成されており、その上に配向膜１１が塗布されている。
【００６４】
　共通電極表示板について説明すると、遮光部材（図示せず）、複数のカラーフィルタ（
図示せず）、蓋膜（図示せず）、複数の切開部２７５－２７７を有する共通電極（図示せ
ず）、及び配向膜（図示せず）が絶縁基板（図示せず）上に形成されている。
　しかし、図８及び図９に示したように、本実施形態による液晶表示装置には、ゲート線
１２１と薄膜トランジスタＱが１つだけ設けられており、第１副画素電極１９０ａだけが
薄膜トランジスタＱを通じてゲート線１２１及びデータ線１７１に接続されており、第２
副画素電極１９０ｂは薄膜トランジスタのドレイン電極１７５と重畳して結合キャパシタ
Ｃｃｐを構成している。第２副画素電極１９０ｂは第１副画素電極１９０ａとの容量性結
合によって誘導される電圧を有し、この電圧は第１副画素電極１９０ａの電圧より低い。
【００６５】
　より詳しくは、画素電極１９０の下側にゲート線１２１が位置し、ゲート線１２１には
上下に突出したゲート電極１２４が形成されている。ゲート電極１２４上には半導体１５
４と抵抗性接触部材が位置し、その上にはＵ字状のソース電極１７３とドレイン電極１７
５の一端部が位置する。ドレイン電極１７５は、上に延在して幅が拡張され、第１副画素
電極１９０ａの下に位置した拡張部１７７を有し、拡張部１７７から第２副画素電極１９
０ｂの下に結合電極１７６が延在している。
【００６６】
　図４に示した液晶表示装置とは異なって、第１副画素電極１９０ａは台形中央部を有せ
ず、その領域を第２副画素電極１９０ｂが占めてほぼ台形をなす。その代わりに、第１副
画素電極１９０ａは、第２副画素電極１９０ｂの台形下辺とほぼ平行である線状接続部を
有している。そのため第２副画素電極１９０ｂの面積が第１副画素電極１９０ａの面積よ
り大きく、約１．５倍程度であることが視認性改善のために好ましい。
【００６７】
　第２副画素電極１９０ｂは、第１副画素電極１９０ａで完全に囲まれており、その右側
辺から左側辺に向かって横方向に延在した線状切開部９１を有している。
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　共通電極が有している切開部２７５－２７７集合各々は、１つの中央切開部２７５と上
部及び下部切開部２７６、２７７を有する。中央切開部２７５はほぼ画素電極１９０の左
側辺中央から斜めに画素電極１９０の右側辺に向かって延在した一対の斜線部、及び斜線
部の各端から出発して画素電極１９０の右側辺に沿って右側辺と重畳しながら延在し、斜
線部と鈍角をなす一対の縦部を有する。中央切開部２７５は２つの斜線部が合う地点では
左側に多少突出している。
【００６８】
　維持電極線１３１は、画素電極１９０の下辺と上辺に完全に重畳する一対の幹部を有し
、維持電極１３３ａ、１３３ｂは２つの幹部に全て接続されている。第１副画素電極１９
０ａは２つの維持電極１３３ａ、１３３ｂと全て重畳し、特に第１副画素電極１９０ａの
左側辺及び右側辺が各々維持電極１３３ａ、１３３ｂ上に位置している。第２副画素電極
１９０ｂは維持電極線１３１と重畳しない。
【００６９】
　半導体１５４は、ソース電極１７３及びドレイン電極１７５が合うゲート電極１２４の
境界線を覆って、この部分でソース電極１７３及びドレイン電極１７５が断線しないよう
にする。
　前述したように、このような実施形態において、低い電圧が印加される副画素電極の大
きさが、高い電圧が印加される副画素電極の大きさ以上であることが視認性改善のために
好ましい。
【００７０】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれ
に限定されるわけではなく、添付した特許請求の範囲で定義している本発明の基本概念を
利用した当業者の種々の変形及び改良形態も本発明の権利範囲に属するものである。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の一実施形態による液晶表示装置のブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による液晶表示装置の１つの画素に対する等価回路図である
。
【図３】本発明の一実施形態による液晶表示装置の１つの副画素に対する等価回路図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図５】図４の液晶表示板組立体をV-V'線に沿って切断した断面図である。
【図６】図４の液晶表示板組立体をVI-VI'線に沿って切断した断面図である。
【図７】本発明の一実施形態による液晶表示装置のガンマ曲線である。
【図８】本発明の他の実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図９】図８に示した液晶表示装置の等価回路図である。
【符号の説明】
【００７２】
３　液晶層
１１　配向膜
１００、２００　表示板
１１０　基板
１２１、１２１ａ、１２１ｂ　ゲート線
１２４、１２４ａ、１２４ｂ　ゲート電極
１３１　維持電極線
１３３ａ、１３３ｂ、１３７ａ、１３７ｂ、１３７ｃ　維持電極
１４０　ゲート絶縁膜
１５４、１５６　半導体
１６３、１６５、１６６　抵抗性接触部材
１７１　データ線
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１７３、１７３ａ、１７３ｂ　ソース電極
１７５、１７５ａ、１７５ｂ　ドレイン電極
１８０　保護膜
１８１ａ、１８１ｂ、１８２、１８５ａ、１８５ｂ　接触孔
１９０　画素電極
１９０ａ、１９０ｂ 副画素電極
２２０　遮光部材
２３０　カラーフィルタ
２５０　蓋膜
９４、２７１、２７２、２７３、２７４、２７５、２７６、２７７ 切開部
３００　液晶表示板組立体
４００ａ、４００ｂ　ゲート駆動部
５００　データ駆動部
６００　信号制御部
８００　階調電圧生成部
ＰＸ　画素
ＰＸａ、ＰＸｂ　副画素 
Ｃｃｐ　結合キャパシタ
Ｖｓｙｎｃ　垂直同期信号
Ｈｓｙｎｃ　水平同期信号
ＭＣＬＫ　メインクロック
ＤＥ　データイネーブル信号
Ｑａ、Ｑｂ　薄膜トランジスタ

【図１】 【図２】
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【図９】



(18) JP 5143362 B2 2013.2.13

10

フロントページの続き

(72)発明者  申　愛
            大韓民国京畿道水原市霊通区霊通洞ファンゴルマウル１団地アパート１３０棟６０２号
(72)発明者  金　東　奎
            大韓民国京畿道龍仁市豊徳川洞サンソン５次アパート５２３棟１３０５号

    審査官  藤田　都志行

(56)参考文献  特開２００４－２１３０１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－２６４５２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０３８１６５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３４３　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３６８　　



专利名称(译) 液晶表示装置

公开(公告)号 JP5143362B2 公开(公告)日 2013-02-13

申请号 JP2006029600 申请日 2006-02-07

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

[标]发明人 申愛
金東奎

发明人 申 愛
金 東 奎

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1368

CPC分类号 G09G3/3607 G02F1/136213 G02F2001/134345 G09G3/3655 G09G2310/021 G09G2310/0248 
G09G2320/028 G09G2320/0673

FI分类号 G02F1/1343 G02F1/1368

F-TERM分类号 2H092/GA17 2H092/JA24 2H092/JB05 2H092/JB06 2H092/JB32 2H092/JB46 2H092/NA01 2H092
/PA06 2H092/QA09 2H192/AA24 2H192/BA13 2H192/BA25 2H192/BC23 2H192/BC24 2H192/BC31 
2H192/BC72 2H192/CB05 2H192/CB14 2H192/CB42 2H192/CB45 2H192/CC02 2H192/CC12 2H192
/CC32 2H192/CC42 2H192/CC52 2H192/CC72 2H192/DA12 2H192/DA15 2H192/DA42 2H192/EA22 
2H192/EA43 2H192/FB02 2H192/GA41 2H192/GD14 2H192/JA13

代理人(译) 山下大沽嗣

优先权 1020050011488 2005-02-07 KR
1020050100702 2005-10-25 KR

其他公开文献 JP2006221174A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供没有闪烁，残像，污点等的液晶显示器。解决方
案：显示器具有以矩阵形状排列的多个像素电极，每个像素电极具有第
一和第二子像素电极，多个第一开关元件连接到相应的第一子像素电
极，多个栅极线连接到第一开关元件，连接到第一开关元件的多条数据
线，在像素电极之间通过并传输数据电压，以及设置在像素电极和位于
其两侧的数据线之间并叠加在第一子像素上的第一和第二保持电极电
极。Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6088abd4-91e6-4283-86c4-a70023416a78
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/036931541/publication/JP5143362B2?q=JP5143362B2

